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1.Explicar por que razén la probabilidad de que se presente efecto Compton en la interaccion de la radiacion
con la materia aumenta con la energia de la radiacién. Graficar el espectro de la radiacion dispersada a 90° de
la direccion de incidencia y explicarlo brevemente.

2.Una particula de masa m se encuentra en una caja de paredes rigidas de ancho a. ;Cual seré su velocidad en
el estado fundamental? ;Cual sera la frecuencia asociada? Repetir para el estado con n=3. ;Cual serd la
probabilidad de hallar la particula entre x=0 y x=a/6 en cada caso?

3.Expresar analiticamente (describiendo cada uno de los factores involucrados) y representar graficamente el
numero de electrones libres en un metal con energias entre E y E+dE (E>0) para T=0K y T>0K. Analizar
cuales seran los electrones que participen en la conduccion eléctrica al aplicar un campo. Comparar con el
modelo clésico.

4.En una muestra de Germanio dopada con Arsénico ( Grupo V ) se mide la conductividad a diferentes
temperaturas: a T = 300K, 6 = 3.5 Q’lm'l; yaT=350K, c =267 Q'm™. Calcular:

a) El nivel de impureza donora.

b) El factor pre-exponencial 6, de la conductividad.

c) Representar el gréfico de Inc vs. 1/T para este semiconductor en todo rango de temperaturas. Justificar.

Dato: E, (Ge) =0.67eV

5.Una juntura PN estd formada por Si dopado con NP cm-3 dtomos de P y Si dopado con NA c¢cm-3 dtomos de
Al. A) Explicar el origen de la formacioén de una zona de agotamiento en la juntura B) comparar las
dimensiones de la zona de agotamiento a un lado y a otro de la juntura




